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Especificaciones Técnicas
Renglón 1

AZ 1518 Fotoresina para uso en Alineador de Máscaras con lámpara de Mercurio (sensibilidad en banda I- line). Para usos generales en procesos fotolitográficos.

Renglón 2

AZ EBR Solvente para fotoresina para uso en Alineador de Máscaras con lámpara de Mercurio (sensibilidad en banda I- line).

Renglón 3

AZ 9260. Fotoresina para uso en Alineador de Máscaras con lámpara de Mercurio (sensibilidad en banda I- line). Deposición de film gruesos de hasta 24µm de espesor. Resolución máxima de 1 µm a 3.4 µm. Definición de estructuras con relación profundidad/ancho de hasta 5 a 7 veces.

Renglón 4

AZ 125 nXT. Fotoresina Negativa para uso en Alineador de Máscaras con lámpara de Mercurio (sensibilidad en banda I- line) y especialmente diseñada para procesos de electroplateado de Cu, Ni y Au. Deposición de film gruesos de hasta 500µm de espesor. Definición de estructuras con relación profundidad/ancho superiores a 7 veces. 

Renglón 5

AZ nLof 2070. Fotoresina para uso en Alineador de Máscaras con lámpara de Mercurio (sensibilidad en banda I- line).  Resina “Negativa” o de “Imagen Reversa” especialmente diseñada para procesos litográficos llamado ¨lift-off¨. Deposición de film gruesos de espesores mayores a 7µm.

Renglón 6

AZ 400 K Revelador recomendado para el proceso de revelado de fotoresina AZ 9260 mencionada en el renglón 3.
Renglón 7

AZ 826 MIF Revelador utilizado para un proceso de humedecido rápido y homogéneo del substrato. Asegura el removido de residuos ocasionales remanentes después del revelado. Recomendado para el proceso de revelado de fotoresina AZ 4562.
Renglón 5

SU8-3050. Fotoresina Negativa para uso en Alineador de Máscaras con lámpara de Mercurio (sensibilidad en banda I- line). Deposición de film gruesos de hasta 50µm de espesor. Definición de estructuras con relación profundidad/ancho superiores a 7 veces. 

Renglón 9

Solución para ataque químico de películas delgadas de cromo.

Technical specifications
Item 1

AZ 1518:  Photoresist for general applications in photolithography processes. Sensitivity to i-line. Film thickness from 1µm to 3µm. Available in 0,5 liters packages.

Item 2 

AZ EBR Solvent for application on photoresist for general applications in photolithography processes. Sensitivity to i-line. Available in 5,0 liters packages
Item 3

AZ 9260: Thick film photoresist designed for high-resolution requirements. Sensitivity to I-line. Film thickness from 4 µm to 24µm. Critical dimension resolution range from <1 µm. Aspect ratios of 5-7. Available in 0,5 liters packages.

Item 4

AZ 125 nXT: Ultra Thick Negative photoresist designed for Plating. Plating compatibility: Cu, Ni, Au. Sensitivity to I-line. Film thickness from up to 500µm. Aspect ratios higher than 7. Available in 0,5 liters packages

Item 5

AZ 2070:  “Negative” photoresist for Lift-off processes. Sensitivity to I-line. Film thickness higher than 7µm. Available in 0,5 liters packages.

Item 6

AZ 400 K. Developer compatible with I-line processes. Recommended for AZ9060 photoresit films (see item 3).  Available in 5,0 liters packages.

Item 7

AZ 826 MIF. Metal Ion fre developer compatible with I-line processes. For fast and homogeneous substrate wetting, and further additives for removal of resist residuals occasionally remaining after development. Recommended for AZ4562 photoresit films. Available in 5,0 liters packages.

Item 8

SU8-3050: Thick film photoresist designed for high-resolution requirements. Sensitivity to I-line. Film thickness from 4 µm to 50µm. Critical dimension resolution range from <1 µm. Aspect ratios of 5-7. Available in 0,5 liters packages.

Item 9 

Cromo Etchant Solution: Available in 2,5 liters package 
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